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Diefolg endenAngabonsinddon vom Anmelder elngereichten Unterlagen entnommen 

(g) Verfahren zur Hochprazisionsreinigung von Glassubstraten 
(57) Obwohl durch Reinigung der P I atten oberflache unter 
Verwendung einer sauren Substanz, umfassend eine an- 
organische Saure von Salzsaure, Salpetersaure, Schwe- 
felsaure oder Phosphorsaure, alkalische Komponenten 
entfernt warden konnen, um Verbindungen zu entfernen, 
die durch das Phanomen des Zerfallens auf elner Oberfia- 
chG einer Glassubstratplatte selbst nach der Verarbettung 
in einem abschlieftenden Schleifschritt erzeugt werden, 
wird in diesem Falle umgekehrt durch die Behandlung un- 
ter Verwendung einer Saure einschliefcenden Losung At- 
zen oder Zerfallen verursacht, und die Oberflachenrau- 
higkeit wird verschiechtert. Ferner wird ein neuer Remi- 
oungsschritt benotigt, um die Saurekomponente zu ent- 
fernen, die auf der Oberflache des durch die Behandlung 
unter Verwendung der Saure einschlieftenden Losung 
hergestellten Glassubstrats verbleibt. Wenn die Reim- 
gung unter Verwendung von Saure durchgefuhrt wird, 
verbieiben ferner hauptsachlich aus Saure bestehende 
Komponenten auf der Oberflache oder dringen m die Mi- 
^ krorlsse des Glassubstrates ein. Durch auf der Oberflache 
tO verbleibende Substanzen oder in die Mikrorisse einge- 
00 drungene Substanzen, insbesondere durch ^Filmab^osen 
r*» unci Sputter n eines rvlagneispeichertragers, .;cnn eine .o- 
rrt nenwanderung in dem Magnetspeichertrager verursacht 
werden, was zu einer Verschlechterung des S/N-Verhalt- 
nissesfuhren kann. . 
2? Angesichts der vorstehenden Situation wird em Verfan- 

UJ * * * ^ Ko- 
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ren zur Hochprazisionsreinigung eines Glassubstrates oe- 
reitgestellt, demzufolge ... 
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Beschreibung 

Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zurn Reinigen verschiedener Arten von Substraten von Platten, wie Ma- 
gnetplatten (mil Quermagnetisierung), eine optische Platte, eine oplomagnetische PLatte und dergleichen, die als als 
5 GroBspeichertrager von Computern verwendete Festplatten verwendet werden, ein Halbleiterglassubstrai, ein Flussigkri- 
stallglassubstrat usw., insbesondcrc auf ein Verfahren zur Hochprazisionsreinigung eines Glassubstrats zur Verhinderung 
des Auftrelens von Korrosion, die in der Zeitdauer verursacht wird, in der es mit durch Zcrfall einer Oberfiache durch 
Schleifmiltel erzeugten ReststofFen (die Oberfiache wird zersetzt, indem sie durch Aussetzen an Luft oder Wasser oder 
an einen Zustand, in dem die Oberfiache in Stiicke zersetzt wird, in Stucke zerbrockelt) sowie Alkalirnetallkomponenten 
10 zurtickbleibt. 

In den letzten Jahrcn wurdc als eine als GroBspeichcrtrager von Computern verwendete Festplatte (Magnetplattensub- 
strat) weitverbreitet ein aus einer A lu mini umlegierung hergestelltes Substrat verwendet, dessen Oberfiache mitNickelp- 
hosphor beschichtet ist. In tetzler Zeit wurden jedoch verhaltnismaBig mehr Glassubstrate aufgrund der Bildung einer 
Festplatten einheit mit geringer GroBe und hoher Dichte, der niedrigen Flughdhe eines Magnetkopfs dafiir, der Forderung 
15 des StoBbestandigkeit und dergleichcn verwendet. 

GernaB den verschiedenen Arten von Plattensubstralen, wie einer Magnetplatte (mit Quermagnetisierung), einer opti- 
schen Platte, einer photomagnetischen Platte und dergleichen und Platten substraten eines Halbleiterglassubstrats, eines 
Flussigkristallglassubstrats und dergleichen, ist insbesondere die durch Ra (Rauhigkeit) angegebene Rauhigkeit der 
Schliffobcrflache eines Glassubstrats, das als Hochprazisionsplatlensubstrat verwendet wird, kleincr als 0,5 nm (5 A). 
20 Ferner ist auch im Fall eines Halbleiterglassubstrats (Pholomaske usw.) oder eines Flussigkristallglassubstrats hin- 
sichtlich dessen Rauhigkeit und Glatte eine Glattschleifprazision von Ra < 0,5 nrn (5 A) und Rp < 2 nm (20 A) ent- 
sprechend einer schr dichten Bildung gefordert worden. 

Wie vorstehend erwahnL, besteht der Grund fur die Verwendung von Glas als Substratmaterial von verschiedenen Ar- 
ten von Substraten von Platten, wie einer Magnetplatte, einer optischen Platte, einer photomagnetischen Platte und der- 
25 gleichen und von verschiedenen Arten von Flattens ubstraten eines Halbleiterglassubstrats, eines Flussigkristallglassub- 
strats und dergleichen zunachst darin, daS die Glaszusarnmensetzung eine Zusamrnensetzung ist, die physikalisch und 
chemisch sehr stabil ist und daB eine glatte Oberfiache leicht erreicht wird. 

Bei einer wie vorstehend erwahnten Platte, bei der aufgrund der Erfordernis der Oberflachenglattheit eine hohe Gute 
erforderlich ist, beispielsweise angesichls ihrer Bezichung mit Tragerrauschen, das bei ihrer Verwendung als Magnet- 
30 platte erzeugt wird, wird das auf der Rauhigkeit der Plattenoberflache basierende Tragerrauschen insbesondere durch die 
Oberflachenglattheit des Glassubstrats und die Feuchtigkeit, die bei einem Sputter-Schritt zum Aufbringen eines magne- 
tischen Films adsorbiert wird, verursacht. Bezuglich der Feuchtigkeit gibt es den Fall, bei dem das Reinigungswasser 
beim Reinigen eines Substrats unmittelbar vor dem Eintreten in einen Schritt der Herstellung eines Tragers einen Ruck- 
staDd bilden kann. Selbst wenn das Substrat bei seiner Herstellung vollstandig getrocknet wird und die Feuchtigkeit ent- 
35 fernt wird, adsorbieren die Alkalikomponenten wahrend der Zeitdauer, in der die Platte kontinuierlich verwendet wird, 
die Feuchtigkeit durch Hydrolyse durch die Anwesenheit von Alkalikomponenten auf der Oberfiache einer Platte in einer 
sehr kl einen Menge. Des weiteren verursacht die adsorb ierte Feuchtigkeit eine Verschlechterung des Signal-zu-Rausch- 
Verhaltnisses (signal to noise, S/N) der Platte, das ein Charakteristikum des Tragers ist. 

Wenn die Alkalikomponenten durch das Zerfallsphanomen (einem Phanomen, bei dem die Oberfiache bei Aussetzen 
40 an Luft oder Wasser durch 'Zerkleinern in Stucke zersetzt wird) auf der Oberfiache des Glassubstrats vorhanden sind, 
wird ferner die Oberflachenrauhigkeit verschlechtert. Ferner diffundieren die Alkalikomponenten selbst in einen auf der 
Oberfiache des Glassubstrats gebildeten magnetischen Film, um dadurch eine Korrosion der Oberfiache der Platte zu 
verursachen. 

Insbesondere wenn Natriumionen auf einer Oberfiache einer Platte vorhanden sind, wenn ein Film eines Speichertra- 
45 gers bei der Herstellung der Platte gebildet wird, kommt es zum schlirnrnsten Fall der Verschlechterung einer Speicher- 
tragerschicht. D. h., Vorsprunge wachsen auf der Oberfiache der Platte oder Vertiefungen in Form eines Kraters werden 
durch Erosion herbeigefuhrt, deren Wirkungen die Rauhigkeit der Flachebetrachtlich beeinflussen. 

Des weiteren erzeugt das Vorliegen dieser Alkalikomponenten bei der Herstellung einer Halbleiterplatte auch eine An- 
derung des Halbleiterwiderstands an sich, und teilweise fehlerhafte Abschnitte werden erzeugt, wodurch viele Probleme 
50 auftreten. . 

Bei der Herstellung eines Glassubstrats mit einer Oberflachenrauhigkeit Ra von etwa 1 bis 2 nm (10 bis 20 A) muB die 
Gegenwart von Alkalikomponenten, Tragerresten, insbesondere die Gegenwart von Natriumionen, nicht groB beriick- 
sichtigt werden. Bei einem Glassubstrat mit einer Oberflachenrauhigkeit Ra von 0,5 nm (5 A) oder niedriger, die in der 
Zukunft erforderlich sein wird, wird jedoch ein abschlieBender Schleifschritt notwendig, und durch diesen Schleifschritt 

55 entsteht an einer ausgesetzten Flache davon ein an Alkalikomponenten reicher Zustand. 

Des weiteren gibt es bei dem Plattensubstrat, das einem abschliefienden Schleifschritt ausgesetzt wird, den Fall, daB 
haufig eine Anzahl von Mikrorissen (sehr kleinen Rissen) auftritt, und in diesem Fall dringt die vorstehend beschriebene 
Schleifiosung oder dergleichen in die Mikrorisse ein, und demzufolge wird nach einer langen Verwendungszeitdauer die 
Korrosion eines damit in Kontakt befindlichen Tragers verursacht. 

60 Des weiteren gibt es den Fall, daB die Alkalikomponenten selbst nach dem Vornehmen eines abschlieBenden Schleif- 
schritts auf der Oberfiache der Platte vorhanden sind, und es wird eine Oberfiache geschaffen, die durch Zerkleinern in 
Stucke durch Ausset7ien an T.nfi ryV-r dergleichen durch derartige Alk^komponentcn zersetzt ist (Zerf^Uspbanorr^ri). 
Obwohl die Alkalikomponenten zur Entfemung von Verbindungen, die durch das Zerfallsphanomen verursacht wurden, 
durch Reinigen der Plattenoberflache unter Verwendung einer sauren Substanz, urnfassend eine anorganische Saure von 

65 Salzsaure, Salpetersaure, SchwefeLsaure, Phosphorsaure oder dergleichen, entfernt werden konnen, wird in diesem Fall 
umgekehrt durch eine Behandlung unter Verwendung einer die Saure einschlieBenden Losung Atzen oder Zerfall herbei- 
gefuhrt, und die Oberflachenrauhigkeit wird verschlechtert. Des weiteren ist ein neuer Reinigungs schritt zum Entfernen 
der Saurekomponente notwendig, die auf der Oberfiache des Glassubstrats verbleibt, was durch die Behandlung unter 
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Verwendung der die Saure einschlieBenden Losung verursachi wird, 

Wenn eine Reinigung durch Saure ausgefuhrt wird, verbleiben ferncr noch Komponemen hauptsachiich aus Saure auf 
der Oberflache oder dringcn in Mikrorissedes Glassubstrats ein, und durch auf der Oberflache verblcibende Substanzen 
oder in Mikrorisse eingedrungene Substanzen wird insbesondere durch Filmablosung und Sputtern eines magnetischen 
Speichertragers eine Ionenwanderung in einem magnetischen Speichertragerfilrri verursacht, die ebenfalls zu einer \fer- 5 
ringerung des Signal-zu-Rausch-Verhaltnisses fuhren kann. Dasselbe gilt ferner auch fur ein Halbleiter- oder Flussigkri- 
staliglassubstrat. 

Die vorliegende Erfindung wird ausgefiihrt, urn das vorstehend beschriebene Problem der herkommlichen Technolo- 
gic zu losen. Eine Aufgabe der vorliegendcn Erfindung besteht in dcm Entfernen von Alkaliionen auf einer Oberflache 
eines Substrats durch Reinigen von Vorspriingen und anhaftenden Stoffen, die durch den herkonunlichen abschlieBenden io 
Reinigungsschritt verursacht werden, d. h. Vorspriinge und anhaftende Stoffe, die durch Erosion oder Korrosion in denn 
abschlieBenden Reinigungsschritt mit durch elektrische Polarisation erzeugtem anodisch elektrolysiertem Wasser (nach- 
folgend als "aktiviertes ionisches Wasser" oder "ionisches Wasser" bezeichnet) von einem Glassubstrat (einschlieBlich 
kristallisiertem Glas) nach dem Unterziehen des abschlieBenden Glattens durch Schleifen verursacht werden. 

D. h., eine Aufgabe der vorliegendcn Erfindung ist, bei einem Verfahren zur Hochprazisionsreinigung eines Glassub- 15 
strats das Glassubstrat mit durch Zugabe von Elektrolyten hergestelltem aktiviertern ionischem Wasser zu reinigen und 
anhaftende Stoffe aus Alkalimetallen auf der Oberflache des Substrats, die bei dem herkommlichen Reinigungsschritt 
anhaften, sowie Zusammensetzungen, die durch in dem Reinigungsschritt verursachten Zerfall erzeugt werden, zu ent- 
fernen. 

Des weiteren ist es eine Aufgabe der vorliegendcn Erfindung, ALkalimetalle auf der Oberflache eines Glas sub strats zu 20 
entfernen und gleichzeitig Reststoffe oder Verschmutzungen, die durch in einem Reinigungsschritt verursachten Zerfall 
erzeugt werden, durch Reinigen des Glassubstrats mit aktiviertern ionischem Wasser ("anodisch elektrolysiertem Was- 
ser") mit einer elektrischen Polarisation, die durch Elektrolyse untcr Zugabe einer Losung von Elektrolyten wie Ammo- 
niumsalzen oder dergleichen bcreitgestellt wird, zu entfernen. 

Ferner ist eine weitere Aufgabe der vorliegenden Erfindung die selektive Entfemung von Komponenten, die durch 25 
Zerfall auf der Oberflache des Glassubstrats erzeugt werden, sowie von Alkalikomponenten durch Eintauchen des Glas- 
substrats in aktiviertes ionisches Wasser, das durch elektrische Polarisation erzeugt wird, fur eine vorgegebene Zeitdauer 
nach den Herstellungsschritten des Glattens des Glassubstrats zu einer vorgegebenen Oberflachenrauhigkeit. 

Diese Aufgaben werden durch ein Verfahren gemaB Paten tan spruch 1 gelost. 

Speziell wird gemaB einem ersten Gegenstand der vorliegenden Erfindung ein Verfahren zur Hochprazisionsreinigung 30 
eines Glassubstrats bereitgestellt, wobei ein Substrat aus Glas (einschlieBlich kristallisiertem Glas) nach dem Glatten 
durch Schleifen in aktiviertes ionisches Wasser eingetaucht wird, das durch elektrische Polarisation erzeugt wird, bzw. 
durch das aktivierte ionische Wasser gereinigt wird, und in dem Reinigungsschritt nach dem Glatten des Glassubstrats 
durch Schleifen werden an einer Oberflache des Glassubstrats haftende Alkalikomponenten und durch Zerfall zersetzte 
Metallionen oder Ionen von Verbindungen von diesen entfernt. 35 

-Des weiteren wird gemaB einem zweiten Gegenstand der vorliegenden Erfindung das Verfahren zur Hochprazisions- 
reinigung eines Glassubstrats gemaB dem ersten Gegenstand bereitgestellt, wobei die an der Oberflache des Glassub- 
strats haftenden Metallionen, die durch Zerfall zersetzt sind, oder die Ionen von \fcrbindungen von diesen Alkalimetal- 
lionen sind. 

!Des weiteren wird gemaB einem dritten Gegenstand der vorliegenden Erfindung ein Verfahren zur Hochprazisionsrei- 40 
nigung eines Glassubstrats gemaB dem ersten Gegenstand bereitgestellt, wobei das aktivierte ionische Wasser anodisch . 
elektrolysiertes Wasser ist 

Des weiteren wird gemaB einem vierten Gegenstand der vorliegenden Erfindung ein Verfahren zur Hochprazisionsrei- 
nigung eines Glassubstrats gemaB dem ersten Gegenstand bereitgestellt, wobei das aktivierte ionische Wasser anodisch 
elektrolysiertes Wasser mil einem pH von 2,0 bis 5,0 oder einem pH von 8,0 bis 11,0 ist. _ 45 

Des weiteren wird gemaB einem fiinften Gegenstand der vorliegenden Erfindung das Verfahren zur Hochprazisions- 
reinigung eines Glassubstrats gemaB dem ersten Gegenstand bereitgestellt, wobei das durch elektrische Polarisation er- 
zeugte aktivierte ionische Wasser anodisch elektrolysiertes Wasser unter Verwendung von Ammoniumsalzen (Ammoni- 
urnchlorid, Ammoniumcarbonat, Ammoniumnitrat, Ammoniumsulfat, Ammoniumhydroxid, Ammohiumpbosphat und 
dergleichen) als bei einer Elektrolyse verwendeten Elektrolyte ist, einschlieBlich von irgendwelchen von H + - Ionen, 50 
NHAlonen und/oder Ionen von OH", C0 3 2 ~, CI", NCb" SO* 2 ' und PO4 *~. und das erzeugt wird durch Wahl der Ammo- 
niumsalze in Ubereinstirnmung mit den Arten der an der Oberflache des Glassubstrats haftenden, durch Zerfall zersetz- 
ten Metallionen oder der Ionen von Verbindungen von diesen. 

Die vorliegende Erfindung kann ferner umfassen: einen Schritt der Bearbeitung und des Schleifens eines Glassubstrats 
in vorgegebene Abmessungen und des Auflosens zur Entfernung von auf einer Oberflache des Glassubstrats haftepden 55 
Alkalisalzen durch normale Saure, einen abschlieBenden Schleifschritt zur Erzeugung einer Oberflachenrauhigkeit Ra 
des Glassubstrats von gleich oder weniger als 0,5 nm (5 A), einen Schritt des Eintauchens des Glassubstrats in anodisch 
elektrolysiertes Wasser, das Wasserstoffionen (Oxoniumionen) mit einer vorgegebenen Konzentration einschlieBt, fur 
eine vorgegebene Zeitdauer, einen Schritt «des Reinigens des Glassubstrats durch reines Wasser und einen Schritt des 
Trocknens des Glassubstrats nach dem Reinigen des Substrais durch das reine Wasser. ^ 60 

Des weiteren wird elektrolysiertes Wasser verwendet, das insbesondere Ammoniumsalze als Elektrolyte bei der Elek- 
trolyse einschlieBt. 

Zu diesem Zweck besitzt die vorliegende Erfindung dai ivlerkinSLL, da£ das bei Hem Prazisionsreinigen von Glassub- 
stralen (Substraten aus Glas fur eine Magnetplatte, Glas fur einen Halbleiter, Glas fur eine Kristallisation usw,) verwen- 
dete aktivierte ionische Wasser anodisch elektrolysiertes Wasser mit Ionen von irgendwelchen von H + - Ionen, NH4 -Io- 65 
nen, C0 3 2 "-Ionen, OH~-Ionen, N0 3 ~-Ionen, CT-Ionen, S0 4 *~-Ionen und P0 4 3 '-Ionen in einem pH-Bereich von 2,0 bis 
5,0 oder einem pH-Bereich von 8,0 bis 11,0 ist. 

Fig. 1 zeigt ein Diagramm einer Skizze eines Gerats zur Erzeugung von elektrolysiertem Wasser; 
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Fig. 2(a) zeigt eine AnsichL eincr Skizze eines Spruhreinigers, und Fig. 2(b) zeigt eine Ansicht einer Skizze eines 
Drehreinigers; 

Fig. 3 zeigt eine AFM-Aufnahme (atomic force microscope, Kraftrnikroskop), die einen Zustand mit Vorsprimgen auf 
der Oberflache eines Substrats zeigt, welche durch Korrosion eines GLassubstrats erzeugt werden, nachdem es einer Rei- 
5 niguhg mit normal reinem Wasser und einer Isopropylalkohol-Dampfbehandlung unterzogen worden ist; 

Fig. 4 ist ein Diagrarnm, das als Mefiergebnis zeigt, daJ3 die durch Korrosion, durch Zerfall usw. auftretendcn alkali- 
schen Komponenten und Vorsprunge durch die Reinigung mit aktiviertem ionischem Wasser uberwiegend entfernt wer- 
den und daB die Substratoberflache abgeflacht wird; 

Fig. 5 ist eine AFM-Aufnahme, die als MeBergebnis zeigt, daB die durch Korrosion, durch Zerfall usw. auftretenden 
10 alkalischen Komponenten und Vorsprunge durch die Reinigung mit aktiviertem ionischem Wasser uberwiegend entfernt 
werden und da8 die Substratoberflache abgeflacht wird; und 

Fig. 6 ist eine AFM-Aufhahme, die als MeBergsbnis zeigt, daB die durch Korrosion, durch Zerfall usw. auftretenden 
alkalischen Komponenten und Vorsprunge durch die Reinigung mit aktiviertem ionischem Wasser uberwiegend entfernt 
werden und daB die Substratoberflache abgeflacht wird. 
15 Es wird eine Ausfuhrungsform zur Durchfuhrung eines erfindungsgemaBen Verfahrens zur Hochprazisionsreinigung 
eines Glassubstrats erlautert. 

Zunachst wird gemaB der Ausfuhrungsform das Folgende als Glaszusarnrnensctzung fur ein zu behandelndes Glasma- 
terialsubstrat eingesetzt. 
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Alle Zahlenwerte sind als Gewichtsprozente angegeben. Obwohl gemaB der Ausfuhrungsform das Glasmaterialsub- 
strat mit der vorstehend beschriebenen Zusammensetzung verwendet wird, ist es femer nicht auf die vorstehend be- 
schriebene Zusammensetzung beschrankt, sondern ein geeignetes Glasmaterialsubstrat, bei spiels weise ein kristalhsier- 

35 tes Glassubstrat, kann verwendet werden. 

Die vorstehend beschriebenen Komponenten werden geschmolzen und das Glasmaterialsubstrat wird durch direkten 
Druck oder ein blattbildendes Verfahren zur Bereitstellung eines ultraeinheitlichen Glasmaterialsubstrats ohne Luftblas- 
chen (einschlieBLich Keimen) und ohne Schlieren gebildet. Danach wird ein Substrat in vorgegebene Abmessungen ge- 
fertigt, nachdem es einer Bearbeitung der inneren und auBeren Rander sowie einem groben Schleifen und einem feinen 

40 Schleifen unterzogen worden ist. 

AnschlieBend wird das hergestellte Glasmaterialsubstrat unter Verwendung einer Schleifmittels aus sogenanntem kol- 
loidalem Siliciumdioxid oder dergleichen, bei dem eine Partikelphase mit einer GroBe von 1 bis 1000 nm (10 bis 10 000 
Angstrom (A)) in einer anderen Phase dispergiert ist, derartgeschlirTen, daB die Oberflachenrauhigkeit Ra des Glasma- 
terialsubstrats gleich oder niedriger als 0,5 nm (5 A) wird. 

45 Danach werden an der Oberflache des Glassubstrats haftende Alkalisalze gelost, um sie durch norrnale Saure zu em- 
fernen. Als Saure kann beispiels weise eine vorgegebene Konzentration an Salzsaure, Schwefelsaure, Phosphorsaure, 
Chromat, Perchlorat oder dergleichen verwendet werden. Des weiteren wird das abschlieBende Schleifen unter Verwen- 
dung von kolloidalem Siliciumdioxid ausgefuhrt, bis die Oberflachenrauhigkeit Ra des Glassubstrats gleich oder niedri- 
ger als 0,5 nm (5 A) wird, 

50 ^ Des weiteren wird das Glassubstrat in anodisch elektrolysiertes Wasser (speziell elektrisch polarisiertes aktiviertes io- 
nisches Wasser), das Oxoniumionen mit einer vorgegebenen Konzentration einschlieBt, fur eine vorgegebene Zeitdauer 
eingetaucht. 

Das anodisch elektrolysierie Wasser wird durch ein in Fig. 1 gezeigtes Gerat erzeugt. Fig. 1 zeigt eine Skizze eines 
Gerats zur Erzeugung von anodisch elektrolysiertem Wasser. In Fig. 1 bezeichnet das Bezugszeichen 1 einen Elektrolyt- 

55 behalter mit einer Anode und einer Kathode, das Bezugszeichen 2 bezeichnet einen Elektrolytbehalter, das Bezugszei- 
chen 3 bezeichnet einen Wasserreiniger (Ionenaustauscher) zum Herstellen von reinem Wasser aus Wasser von einer 
Wasserabzweigung 7, das Bezugszeichen 4 bezeichnet einen Reservebehalter fur eine alkalische Losung, das Bezugszei- 
chen 5 bezeichnet einen Reservebehalter fur eine saure Losung und das Bezugszeichen 6 bezeichnet eine Gleichstrom- 
quelle zur Energiezufuhrung zu der Anode bzw. der Kathode. 

60 Das in Fig. 1 gezeigte Gerat zur Erzeugung von anodisch elektrolysiertem Wasser nirnrnt das von der Wasserabzwei- 
gisTig 7 zugefuhrte Wasser auf, reinigt das Wasser durch den Wasserreiniger 3, fugt Elektrolyte in vorgegebenen Raten in 

die Kathode und die Anode an, um dadurch eine Elektrolyse auszufiihren und speichert das kathodisch elektrolysierie 
Wasser und anodisch elektrolysierie Wasser in den jeweiligen Losungsreservebehaltern 4 und 5. Zu diesem Zweck sind 
65 die Eiektrolysebedingungen der Gleich stromquelle 6 oder anderer folgendermaBen. 

Zunachst ward als zu elektrolysierendes Wasser reines Wasser zugefiihrt, bei dem ein Ionenaustausch durch einen 
Ionenaustauscher oder ein ROC-Gerat stattgefunden hat. Die elektrische Leitfahigkeit wird in diesem Fall auf 2 us/cm 2 
oder niedriger eingestellt (ausschlieBlich alkalische Ionen). 
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Zweitens werden als Elektrolyte grundsatzlich Amrnoniumsalze verwendet und Elektrolyie ohne atolische |°ncn 
wer^en v "rwendet. Insbesondere werden, wie spater detailliert beschrieben wird. d,e zuzugebenden ElektroLyte in Uber 

die ve r „det we f n, aus 

^iSSSSE&Sh des bereitgesteUten elektrolysierten Wassers ein eLektrolysierte, Wasser mil einem pH 

Wasser wie gewiinscht bereitzustellen. Wa „„. verwe ndete Elektrolyte Elektrolyte 

den kann, wird bezuglich des anodisch elektrolysierten Wassers die R ™8"°S^^^ b ^^ B 7 VBrwelld(it . Ferner 
talUonen durchgefuhrt, und deswegen wird vorzugsweise auf da -saurcn e de££ ^ ^Was-r v ^ 
konnen andere Ammoniurnsalze in $ enn bei'spielsweise durch 

Stoffen aus Verbindungen, die durch ZerfaUen an dem Substrat ™™"<™ S Z C GLassubstrats, insbesondere Alka- 

Zerfallen zersetzte Metallionen oder Verbindungen von d,esen auf der das anodisch e lek- 

limetallionen von Natriumionen und Kaliumioncn, an der Oberflache des Glassubstrat^hanen _wi,d 
trolysicrte Wasser durch geeignete Wahl der ElektroLyte, so daB Ionen von OH , C0 3 , U , INU 3 , i>u 4 
gleichen eingeschlossen sind, hergestellt, urn die Ionen zu entfernen ^ f der Oberflache des 

Wenn beispielsweise durch ZerfaUen zersetzte ^^^^^^^^S^ts haften, wird das ano- 30 
GLassubstrats, insbesondere AikaLimetaUionen von ^°™%™f"™ C J da B Ionen von CI' W usw. eingeschlos- 
disch elektroly sierte Wasser ferner durch geeignete Wahl der Elektrolyle, so daB Lonen ^nu, 

sen sind, gebildet, um die Ionen zu entfemen. Oberflache des Glassubstrats, ins- 

Wenn durch ZerfaUen zersetzte Metallionen oder ^^^^. wa ^^.^^^ Ss haften wird das anodisch 
besondere AlkaLimetalionen von Ca^-Ionen und M£-Ionen an de r ^^^^^^"^ eingeS chLo S sen 35 
elektrolysierte Wasser femer durch geeignete Wahl der Elcktrolyte, so daB Ionen von u , inu 3 e 
sind, gebildet, um die Ionen zu entfernen. h^nielsweise anodisch elektrolysiertes Wasser nut 

kalischen Losung, usw.) hergesteLLt werden. < ,-^ c w„«Pr mit den vorstehend genannten Ionen- 

AnschheBend wird das Glasmaterialsubstrat in ^^^^-^^ t ^ der sofenannten Sprfih- 

konzentrationen fur eine vorgegebene Zeitdauer eingetaucht, durch ™"J£kivxc ™| ^ Tpiattensubstrat selbst ro- 
reinieunc mit unter Druck stehendem Wasser oder der sogenannten Drehrejmgung, bei derflas r auens 
ien wl^d untel-zogen. D. h.. das Substrat wird naeh der Reinigung mit reinem Wasser getrocknet. 
EiTirlauterunl der Skizzen der Spruhreinigung und der Drehreimgung wd die ejne skizze ei _ 
Fig. 2(a) ist erne Ansichl, die eine Skizze eines Spriihreinigers zeigt, und F.g. 2(b) 1st eine Ansicht, me 
nes Drehreiniger zeigt. „„u c ,„, ,w RPTntweichen 11 bezeichnet Oberflachen- 

In Fig. 2(a) bezeichnet das Bezugszeichen 10 em fflffiptattensubsirals 10, das 

und Riickseitenbursten zum Schleifen und Reimgen der Oberflache und der ^ uckse "^ es ^' ? G lasplatle 10 und 
Bezugszeichen 12 bezeichnet eine Innenrandburste zum SchLeifen ^.^^^^^^^S^ urn- 
die Bezugszeichen 13 und 14 bezeichnen AuBenrandbursten zum Schleifen ^^^J^en 
gekehrt rotierende AuBenrandburste 13 bzw. eine normal rotierende Au ^^f^y^S^^uhswa 10 
6 Femer bezeichnen die Bezugszeichen 15 und 16 Spriihdusen zum Schleifen ^ J??^^^,^^ davon, 
durch Zerstiiuben eines reinen Wasserstrahls darauf, und di e Bezugsz eicber , VT ^JJ^^^"?^, Gluplat- 
und das Bezugszeichen 19 bezeichnet eine B«laubu^hui«bde^. B« ^^dSJ^acht, wid 
tensubstrats durch den in Fig. 2(a) gezeigten Spruhreinigcr wird zunachst die "^f^^^o^en 11 werden ro- 
reines Wasser aus den SprQhdiisen 15 und 16 zerstaubt wird. Die Oberflachen- ^d^^J^ Schlei f e n S und 
tiert, um dadurcb die Oberflache und die Ruckseite der Platte zu ' t ^^^^^ 1 ^Z dttlM rotiert, femer 
Reinigens der Oberflache und der Ruckseite wird be! d.eser Gelegenheit <Ue 1, ^^^^^J U entspr echend ro- 
werdln die normal rotierende AuBenrandburste 14 und die T^^SSSw" schleifen und 
tiert, die Wnrandhiirste 12 wird umgekehrt rotiert, um dadurch den Innenrandabscnnitt aer ri- 

2U S;bezeichn e tinFi g .2(b)^ 

zugszeichen 20 eiaen Trager zum Tragen und Drchen des Hattensubstrats Plattensub- 
Diisen fur warmes, reines Spulwasser zum Zerstauben von Wasser auf die Oberflache und die Ruckseite a 
strats 10, und das Bezugszeichen 23 bezeichnet em Abdeckungsteil Ee zeieten Drehreinigers, 

Beim Reinigen und Trocknen des Glasplatten sub strats 10 unter Verwendung des in Fig. 2(b) gezeigten ure g 
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wird zunacbst das Glasplattensubsirat 10 auf den Trager 20 angebracht. Wahrend das Plattensubstrat 10 langsam rotiert 
wird, wird warmes reines Spiilwasser aus den Diisen fur warmes reines Spiilwasser auf der Oberfiache und der Ruckseile 
des Plattensubstrats zerstaubt, urn dadurch in dem vorangehenden Schritt verwendele Saure oder dergleichen zu neutra- 
lisieren. AnschlieBend wird das Plattensubslral 10 mit hober Geschwindigkeit rotiert, um dadurch auf der Oberfiache und 
5 der Ruckseite haftende Reinigungslosung, Spullosung oder dergleichen wegzublasen und um dadurch das Subslrat zu 
trocknen. 

Mit dem auf diese Wcise bereitgestellten Glasplattensubsirat wird danach ein zehn Tage langer Korrosionsbestandig- 
keitstest bei 80°C und einer relativen Feuchtigkeit von 90% durchgefiihrt, und die Substratrauhigkeit und eine maximale 
Menge an Vorsprungen des Glass ubstrals wird gernessen. 
10 Tabelie 1 zeigt das Ergebnis der Behandlung des Glassubstrats durch das ionische Wasser, und das Substrat wird durch 
gebildetes aktiviertes ionisches Wasser, dem eine 3%-ige NILiCl-Losung als Elektrolyt zugegeben ist, behandelt. 



Tabclle(l) 



15 


Ionenkonzent ration 
(PH) 


Eintauchbedingungen 


Ra 


Rp 




unbehandelt 




2,7 


15 


20 












2 


5 Minuten 


2,9 


15 




3 


10 Minuten 


2,7 


16 


25 


4 


15 Minuten 


2,8 


17 




5 


20 Minuten 


2,9 


19 




3 


10 Minuten (bei 80°) 


3,2 


18 


30 


4 


io Minuten (bei 80°) 


3, 2 


19 




5 


10 Minuten (bei 80°) 


3,1 


18 




6 


10 Minuten (bei 80°) 


3, 1 


18 



35 



In Tabelie 1 bezeichnet die Bezeichnung Ra die durchschnittliche Rauhigkeit einer Mittellinie auf einer Anfangsstufe 
und ist ein Wert, der durch Probenentnahme eines Abschnitts mit einer gemessenen Lange einer Rauhigkeitskrumrnung 
in Richtung einer Mittellinie davon und arith metis ches Mitteln eines Absolutwerts einer Abweichung zwischen der Mit- 
tellinie des entnommenen Abschnitts und einer Rauhigkeitskrumrnung erhalten wird, und die Bezeichnung Rp bezeich- 

40 net speziell den Un terse hied zwischen einer maximalen Spitzenbohe und einer minimalen Vertiefungstiefe auf der ge- 
messenen Linie oder den sogenannten Spitze-zu-Spitze-Wert von Maximum und Minimum. 

Wie aus Tabelie 1 ersichtlich ist, wird gefunden, daft die Oberftachenrauhigkeit des Glassubstrats selbst dann nicht 
durch die Behandlung verschlechtert wird, wenn das Substrat in anodisch elektrolysiertes Wasser mit der Ionenkonzen- 
trations eines pH's von etwa 2 bis 6 eingetaucht wird. 

45 Femer wird mit dem ionenbehandelten Glassubstrat zehn Tage lang ein eine Art Halbleiterbewertungsstandard dar- 
stellender Test bei 80°C und 90% relativer Feuchtigkeit durchgefuhrt, um einen maximalen Oberflachenvorsprung der 
Oberfiache des Glassubstrats zu verifizieren. 

Zum Vergleich ist Fig. 3 ein Diagrarnrn, das einen Zustand von Vorsprungen auf einer Oberfiache eines Substrats zeigt, 
die durch Korrosion eines Glassubstrats bei einer Isopropylalkohol-Dampfbehandlung nach der normalen Behandlung 

50 mit reinem Wasser hervorgerufen wird, und unter Verwendung eines Kraftmikroskops (AFM, atomic force microscope) 
aufgenommen ist. 

Wie aus Fig. 3 ersichtlich ist, wird gefunden, daB Ra und Rp der behandelten Probe nach dern zehn Tage langen Kor- 
rosionsbestandigkeitstest bei 80°C und 90% relativer Feuchtigkeit beinahe unverSndert bleiben. 

Femer sind Fig. 4, Fig. 5 und Fig. 6 jeweils Diagramme, die als MeSergebnis zeigen, daB durch Zerfall oder derglei- 
55 chen wie vorstehend genannt hervorgerufene ausgefallene Alkalikomponenten und Korrosionsvorsprunge durch die Rei- 
nigung mit aktiviertem ionischem Wasser iiberwiegend enrfernt werden und daB die Oberfiache des Substrats abgeflacht 
wird, und Fig. 5 und Fig. 6 sind ahnlich wie Fig. 3 mit dem Kraftmikroskop (AFM) aufgenommen. 

Wenn die Oberfiache des Glassubstrats des alkaliionenaustauschverstarkten Typs unter Bedingungen hoher pKTonen- 
konzentration behandelt wird, wird im allgemeinen die Glasmatrix zerstort und die Korrosion der Oberfiache des Glas- 
60 substrats wird beschleunigt. Wenn jedoch, wie in Tabelie 1 gezeigt, die Oberfiache des Glassubstrats durch anodisch 
elektrolysiertes Wasser mit einer geeigneten pH- Konzentration behandelt wird, d. h. bei dieser Ausfuhrungsform ano- 

Alr-s.U A I Air -~:« _tt ir . /r i f\ l.'. r i j* _ y-n j__ 

Glassubstrats nicht zerstort und auf der Oberfiache des Glassubstrats vorliegende Alkalimetalle werden entferat, Infol- 
gedessen wird, wie aus den Fig. 4 bis 6 ersichtlich ist, gefunden, daB die Korrosionsbestandigkeit des Glassubstrats be- 
65 trachtlich verbessert ist. 

Ferner ist bei einem durch Eintauchen in anodisch elektrolysiertes Wasser mit einer Ionenkonzentration des pH's von 
etwa 5 bis 6 behandelten Glassubstrat die Konzentration von Lauge auf der Oberfiache gering, und demzufolge ist die 
Menge an adsorbierten Wasser gering, und das Glassubstrat ist als Magnetspeichertrager mit hoher Dichte geeignet. 
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D h obwohl bei dem abschlieBenden Schlciftchrilt bei der Herstellung des Glassubstrattragers eine Alkalikoinpo- 
nenten dSheBende Schleiflosung verwendet wird, „m die Obernachenrauhigkeit ^^.^tam^ 
rcn die Komponenlen infolge der in der Schleiflosung vorliegenden Alkahkomponenten die das Oemst des O asWagers 
bUdend^ <>Bindunge n dutch Umsetzung mil einer in dem Schleifschritl hergeste lten Sibcatkomponente, und dem- 
SufoUe wird die Oberflichenharte deutlich verringert. Demzufolge werden die Alkalikomponente durch Einlauchen des 
Su^tT n das ionische Wasser bei dem abschheBendcn Schleifschritt entfernt, und d,e Enlalkabe^ngsbehandlung und 
AtSanlng "In gleichzeitig bei der Obcrflache durchgefuhrt, bei der die Oberfiachenraurugke.t verbessert tst, 

2o^ 

Rissen vorliegen, die Alkalikomponenten in den Rissen wirksun entfernt werden f^^ 0 "" 0 ™"^-^^ bei dem 
Oxoniumionen in einer vergleichsweise geringen Menge vorhegen und ^^™^S n J,fl. 
nach der Reinigungsbehandlung unter Verwendung von anodisch f^^Z^Ltent vo^ einem Wafseraus- 
sung unter Verwendung von Siiuren oder Basen benotigt wird, die Rem.gung unter Verwendung von ranem 
reichend ist und kein Bedarf an der Durchfuhrung eincs zusatzlichen Reimgungsschntts besteht, der be, der berkommH 

chen Technologic erfordcrlich isL i,„ Bt _ut t^n VKe-Azrf der Verwendung von 

Das Reinigungsverfahren ist auf d.ese Art zusammengesetzt und demzufolge besteht k el D > B«l«fd« Verw g 
IsopropylaLkohol und einer Isopropylalkohol-Dampftrocknungsstrecke ,n c ^ ^^^^Zlgtkhn ^er- 
kommlichen Technologie. Alle Reinigungsschritte konnen ^J^ n f nn ^Z^en 
den, und die Einrichtung kann durch diesen Effekt einfach und b,lhg aufgebaut werden. 

Paten Lanspruche 

1. Verfahren zur Hochprazisionsreinigung eines ^^•.^^^^^^^^tS'. 

" nt Verfahren e zur Hochprazisionsreinigung eines Giassubstrats nach Anspruch 1, wobei die an der ObertBche des 
Sl^S^^S^rfidlen zlrsetzten Metallionen oder die lonen von Verbandungen von d.«en A!ka- 

^MH<#Ud«^ eines Giassubstrats nach Anspruch 1. wobei das aktivierte ionische Was- 

ser anodisch elektrolysieries Wasser ist. „^ka? akti virrte ionische Was- 

4. Verfahren zur Hochprazisionsreinigung eines Giassubstrats nach Anspruch 1 , wobe, das ^erte ionische 

ser anodisch elektrolysiertes Wasser mit einem P H von 2.0 bts 5,0 oder einem P H von 8.0 b» 1 UO^st js 

5. Verfahren zur Hochprazisionsreinigung eines Giassubstrats nach Anspruch 1 wobei 6 
Polarisation erzeugte aktivierte ionische Wasser anodisch .^^^"^^S&toxid. 
niumsalzen (Ammoniumchlorid, Ammoniumcarbonat ^^^^^^^.f^^^Ldwel- 
Ammoniumphosphat und dergleichen) als bei -ner Elektro^se ^^g^^^^^ und 
che von H + -Ionen, NH4 -lonen und/oder lonen von OH , CO3 , CI , NO3 , ^ der Qberflache des 60 
welches durch Auswahl der Ammoniumsalze in Uberemstirnrnung .nut den Tonenarten , ^ « c 
Giassubstrats haftenden, durch Zerfall zerseUtenMetallionen oder der lonen von Verbindungen von diesen erz g 
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Sequence IP; R23 £ 




1 Recipes 


Recipe ID:, 


R35-B 




4 Locations ■ 




Units:- Angstroms 




Stap 


Ra 


Rp 


Rv 


Rt- 


Via Vif. 


. fie&'n" 


■•■ 4 


5 


21 - 


-2D- 


. ' 41 


' 9 ■ S2 


StDftv;- 


' ? ■■ . . 


-. .1 


^ ' 1 


* " 4 . 


3 


3 15 


Mln? . ., 




4 


28 


-25 ' 


38 


5' 35 


flax: . 


'■IB ■ 


6 


■ 23 • " 


-17 


46 


13 * 




17 . 


2 . 


: '•' ■'• 3 , 




8 


. 8 31 














1 


8 ' 


8 


21 


-2a 


16 


13 ( 6 5 


■'-2 


' .18- 


. -5 ■ 


. / 22- 


* -21 


43 


'16 . 63 


' -3 


6 ' . 


• A ' 


• 23 . 


-17; 


.'" 48' 


' S . 35- 


•:\ .4- " 


-7 


•:4. 


28. * 


; 'IS*' "■ 


38 


■ . 7 * : ' .46 
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Kt ! 


39. 


u* * 


\ A '■ 


Ml ' ': 


.3*1 * 
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H«itrM ! 
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